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INTRODUCAO E MOTIVACAO RESULTADOS

As propriedades do grafeno tém origens na sua
rede cristalina em forma de favo de mel, que pode
ser vista na Fig.1l. No que diz respeito as

A Fig 4 apresenta uma imagem de microscopia otica de um grafeno e
um desenho da amostra com a localizacao dos mesmo. Com a
utilizacdo de espectroscopia Raman, pode-se determinar o numero
propriedades elétricas, o grafeno € um material de real de camadas dos possiveis grafenos (Fig.5a), os quais foram
potencial aplicagao, pois possui alta mobilidade previamente selecionados para a andlise. O espectro Raman da

eletronica e comprimento de vida de spin de amostra representada na Fig.4b que é de uma monocamada pode ser

poucos micrdmetros a temperatura ambiente. A Fig.1: Desenho vista na Fig.5b.
spintrénica com grafeno pode ser estudada a partir reesccl'semaé'r?;’ta”gz
da relaxagao de spin nesse material, a injecao deé  pexagonal  do
spin €& realizada por meio de um contato  grafeno.
ferromagnetico construido via litografia por feixe

de elétrons. Para que tais dispositivos sejam construidos, €
essencial a sintetizacao e caracterizacao de camadas de grafeno de

boa qualidade*.

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL _
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. Fig.4: (a) Microscopia otica

- de um grafeno feita com
aumento de 1000x. (b)
Desenho esquematico do
posicionamento do grafeno
no substrato.
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O procedimento de preparacao das amostras inicia com a preparacao
do substrato sobre o qual os grafenos serao acomodados:
Inicialmente, o substrato de silicio € limpo; na sequéncia, uma
camada de oxido de silicio de 90 nm é crescida termicamente, via
oxidacao seca. Tal espessura de oxido, conforme estudos, resulta em
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um melhor contraste para visualizacao do grafeno através de luz |G A.JL
VISIlveI (Flg.2) [2]. ShlﬁRamn{m-.} 1400 1600 1800R82:1annsr2“2f(t)o(cm2-:1)00 2600 2800 3000
_ o _ Fig.5: A esquerda, o espectro Raman esperado de mono, bi e tricamadas
** Fig.2: Grafico colorido de grafeno, para comparacdo com os espectros das amostras. A direita,
(dlgltalmenze) do contraste espectro Raman da do grafeno da Fig.4a.. Vemos que é uma monocamada
010 como fungao do comprimento por comparacéo com afigura da esquerda.
de onda versus espessura do _ _
loos Oxido de Silicio. A escala de Uma vez caracterizado, a proxima etapa - que serd a construcao de
COfetS taO 'ad% mZOS”a 0 barreiras tunel entre o grafeno e os contatos elétricos - pode ser
Ml { jon contraste esperado. [2] realizada. A Fig.6 mostra uma parte desta etapa da, uma imagem de
0 100 200 300 . . A = . .
10, thickness (nm) Microscopia Eletronica de Varredura (Fig. 6a) e contatos fabricados
Atualmente existem quatro formas de produzir grafeno, sendo que a em cima de uma monocamada (Fig. 6b).
escolhida para esta pesquisa foi a esfoliacdo mecanica de flakes de
grafite (metodo apresentado na Fig.3), por resultarem em grafenos (a) (b)

com menos defeitos e impurezas. A fita utilizada é Nitto Tape SW10+
apos a esfoliacao pressiona-se a fita sobre os substratos, onde ficam
depositados monocamadas (grafeno), bicamadas, tricamadas, grafites
e excesso de cola da fita.

2um Mag= 3.34KX WD = 52mm
InLens EHT = 20.00 kV

Fig.3: Desenho esquematico da

esfolicao mecanica de grafeno [3]. Fig.6: (a) Microscopia otica de varredura do grafeno da Fig.4a. (b) uma

(a) Esfoliacdo de um flake de litografia revelada de um contato sobre o grafeno da Fig.4a.

grafite; (b) esfoliacdo de um flake o o _ o N

com menos camadas de grafite; (c) O objetivo, que era o dominio e aprendizagem das técnicas utilizadas,
fita sendo pressionada sobre o foi alcancado, bem como a construcao de alguns dispositivos

substrato; (d) amostra sendo
analisado no microscopio o6tico.

utilizando grafeno.
As perspectivas futuras englobam construcao de diferentes

Utiliza-se um microscépio 6tico para, através do contraste, mapear as dispositivos  usando grafeno e medidas eletricas e de
camadas de grafeno existente nas amostras (Fig.3d). O procedimento magnetorresisténcia dos mesmos.

é realizado atraves de fotos e desenhos esguematicos. A
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*Trabalho realizado em colaboracao com Daniel L. Baptista e Barbara Canto.
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